	量測方式：

( On-wafer    ( On-wafer(mounted on PCB)    ( Other

	是否為重複量測：(擇一)

(否   (是，請附加上次量測分析過後的數據及結果。

	製程描述：(擇一)

(Standard Si Process   (Compound   (MEMS   (Other(請加以說明)      

	探針種類：(擇一)
(DC Probes

(Other(請加以說明)      

	元件種類：
(MOSFET  (BJT  (HEMT  (MESFET  (HBT  (Diode (MOS varactor
(Junction varactor  (Capacitor  (Inductor  (Other(請加以說明)      

	下針區域尺寸描述及數目：
100um*100um X10

	元件偏壓：(請勿只填寫範圍)

VG=0,1,2; VD=1,2,3; VB=0V; VS=0V

	量測頻率：(1Hz ~ 100kHz)

10Hz~100kHz



如有額外要求請備註：
